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Calefactores integrados de platino
para microsensores
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introduccion

Los sensores de gases semiconductores, ya sean de
peliculas gruesas, peliculas delgadas o MOS, entre
otros, requieren ser calefaccionados de manera
localizada y uniforme entre 200 y 450°C, debido a sus
mecanismos de deteccion.

mabricacién

Debido a las restricciones
existentes respecto al éarea
especifica de calefaccion (3,2 x
7.8mm) se disend una
resistencia calefactora de 0,3mm
de ancho por 49,3mm de largo.
Para su implementacion se
aplicé una pasta comercial de
platino del tipo érgano-metélica
Proceso de impresién en sala limpia (Heraeus RP10003) sobre un
sustrato de alumina 96%.

En este trabajo presentamos el disefo, implementacion
y caracterizacion de un sensor-calefactor integrado de
platino realizado con tecnologia microelectronica de
pelicula gruesa.

El espesor de la pelicula obtenida, luego del
secado y sinterizado, fue inferior a 4um. Para
alcanzar los valores de resistencia requeridos
se repitid 6 veces el proceso de impresion,
secado vy sinterizado.

L
Medicionesm

La resistencia medida sigue una ley
polinomial de 4er orden respecto al
numero de capas aplicado (Fig.1).

La caracterizacion térmica de la
resistencia se realizdé con un
calibrador de temperaturas (TEK
Now TC-150) entre 25 y 150°C. La
variacion de resistencia se midio
con un multimetro Keithley 2000 de 6 1/2 digitos. El Coeficiente de
Temperatura de la Resistencia (TCR) fue calculado utilizando la expresiéon

Proceso de sinterizado

TCR = (1/R,) . dR/T = 1/R,. (R,-R,JAT,-T..)

Vista del sensor-calefactor de Pt
siendo R, el valor de resistencia a temperatura ambiente. El TCR obtenido fue
de 3310ppm/°C. Debido a las dispersiones por lote de R, (< 7%) propias del proceso de fabricacién, se buscé sistematizar el
calculo del valor de la fuente de excitacion (tension o corriente) a ser aplicada a la resistencia calefactora en funcion de la
temperatura deseada. Se encontré que la potencia (P = f (T)) permite calcular dicha tensién o corriente para cualguier R,.
Esta funcidn sigue una ley cuadratica como se muestra en la Fig. 2.
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Conclum

» Se obtuvieron resistencias de platino con
excelente respuesta lineal (TCR=3310ppm/°C).
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» Se encontrd el algoritmo P=f(T) que permite

N° de capas 0 100 200 300 400 500 calcular y controlar la temperatura de la
Temperatura [°C] resistencia calefactor.
Fig.1: Variacion de R vs Niimero de capas. Fig.2: Potencia calefactoravs. Temperatura.
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